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(57) Hauptanspruch: Hochvolttransistorbauelement mit
– einem Halbleitersubstrat (1) mit einer Oberseite (10),
– einer dotierten Wanne (2), die eine untere Grenzfläche (20)
in dem Halbleitersubstrat (1) aufweist, so dass Abstände (F,
G) zwischen der Oberseite (10) und der unteren Grenzfläche
(20) vorhanden sind,
– einem Body-Bereich (3), der in der Wanne (2) angeord-
net ist und an der Oberseite (10) einen von der Wanne
(2) umschlossenen Rand (7) mit einander gegenüberliegen-
den ersten Randseiten (8) und einander gegenüberliegen-
den zweiten Randseiten (18) aufweist, wobei der Body-Be-
reich (3) einen ersten elektrischen Leitungstyp aufweist und
wobei ein nicht von dem Body-Bereich (3) eingenommener
Anteil der Wanne (2) einen dem ersten Leitungstyp entge-
gengesetzten zweiten Leitungstyp aufweist,
– einem Source-Bereich (4), der an einer der zweiten Rand-
seiten (18) in dem Body-Bereich (3) angeordnet ist und den
zweiten Leitungstyp aufweist,
– einem Drain-Bereich (5), der gegenüber dem Source-Be-
reich (4) an der Oberseite (10) in der Wanne (2) in einem
Abstand zu dem Body-Bereich (3) angeordnet ist und den
zweiten Leitungstyp aufweist, und
– einem Kanalbereich (6), der sich in dem Body-Bereich (3)
zwischen dem Source-Bereich (4) und dem Drain-Bereich
(5) befindet,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Abstände (F, G) zwischen der Oberseite (10) und der
unteren Grenzfläche (20) der Wanne (2) an den außerhalb
des Source-Bereiches (4) vorhandenen ersten Randseiten
(8) des Body-Bereiches (3) geringer sind als an den zweiten
Randseiten (18).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Tran-
sistorbauelement für Hochvoltanwendungen, das
hinsichtlich der Punch-Through-Spannung und der
Source-Drain-Blockierspannung verbessert ist.

[0002] Ein vom Substrat isolierter Hochvolt-NMOS-
Transistor besitzt eine tiefe n-Wanne in einem p-Sub-
strat. Der Body-Bereich ist in der n-Wanne einge-
bettet, die mit Drain verbunden ist. Im regulären Be-
trieb kann an Body das höchste Potenzial VDD anlie-
gen. Damit dann kein Substrat-Body-Punch-Through
auftritt, wird eine ausreichend hohe n-Dotierung zwi-
schen Substrat und Body eingebracht. Der pn-Über-
gang zwischen Body und Wanne wird vorzugsweise
hinsichtlich der elektrischen Eigenschaften optimiert.
Falls sich Body auf dem Substratpotenzial und Drain
auf VDD befindet (Blockierfall), liegt am pn-Übergang
zwischen Body und Wanne eine Spannung in Sperr-
richtung an, und der relativ steile pn-Übergang kann
einen vorzeitigen Durchbruch hervorrufen. Untersu-
chungen haben ergeben, dass Durchbrüche über-
wiegend an Wannenecken und insbesondere am
Transistorkopf auftreten. Als Transistorkopf (transis-
tor head, transistor fingertip) wird der Randbereich
des Transistors bezeichnet, der sich seitlich zu der
Längsrichtung des Stromflusses durch den Kanal be-
findet.

[0003] In US 7 663 203 und DE 10 2005 054 672 A1
sind symmetrische Strukturen von gattungsgemäßen
Hochvolttransistoren beschrieben, aus denen die La-
ge des Transistorkopfes in Bezug auf Source, Drain
und Kanal hervorgeht.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Hochvolttransistorbauelement mit vorteilhaften
Betriebseigenschaften, insbesondere hinsichtlich der
Punch-Through-Spannung und der Source-Drain-
Blockierspannung, anzugeben. Es soll für das Bau-
element auch ein Herstellungsverfahren angegeben
werden.

[0005] Diese Aufgabe wird dem Hochvolttransistor-
bauelement mit den Merkmalen des Anspruches 1
beziehungsweise mit dem Herstellungsverfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 6 gelöst. Ausgestal-
tungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen.

[0006] Das Hochvolttransistorbauelement besitzt ein
Halbleitersubstrat mit einer dotierten Wanne, die ei-
ne untere Grenzfläche in dem Substrat besitzt. Die
Abstände der unteren Grenzfläche von der Obersei-
te des Substrates variieren, so dass die Wanne ei-
ne unterschiedliche Tiefe im Substrat aufweist. Unter
der Tiefe der Wanne ist hierbei jeweils diejenige Ab-
messung der Wanne zu verstehen, die in Richtung
senkrecht zu der Oberseite in das Halbleitersubstrat

hinein gemessen wird und von der Oberseite bis zur
unteren Grenzfläche der Wanne reicht.

[0007] An der Oberseite des Substrates ist in der do-
tierten Wanne ein Body-Bereich eines ersten elektri-
schen Leitungstyps angeordnet, wobei ein nicht von
dem Body-Bereich eingenommener Anteil der dotier-
ten Wanne einen dem ersten Leitungstyp entgegen-
gesetzten zweiten Leitungstyp aufweist. Der Body-
Bereich weist an der Oberseite des Substrates ei-
nen Rand mit einander gegenüberliegenden ersten
Randseiten und einander gegenüberliegenden zwei-
ten Randseiten auf. Ein Source-Bereich des zwei-
ten Leitungstyps ist zumindest an einer der zwei-
ten Randseiten in dem Body-Bereich angeordnet. Ein
Drain-Bereich des zweiten Leitungstyps ist gegen-
über dem Source-Bereich an der Oberseite in der
Wanne in einem Abstand zu dem Body-Bereich an-
geordnet.

[0008] Die Abstände zwischen der Oberseite des
Substrates und der unteren Grenzfläche der Wanne
sind an den ersten Randseiten des Body-Bereiches
geringer als an den zweiten Randseiten. Daher ist die
Tiefe der Wanne unter den ersten Randseiten des
Body-Bereiches geringer als in einem Anteil des Bo-
dy-Bereiches, der von den ersten Randseiten beab-
standet ist und den Kanalbereich umfasst.

[0009] Die ersten Randseiten des Body-Bereiches
befinden sich am Transistorkopf (transistor head,
transistor fingertip), also in den bezüglich des Kanal-
bereiches seitlichen Randbereichen des Transistors,
die sich im Betrieb des Transistors außerhalb des
Stromflusses zwischen Source und Drain befinden.

[0010] Bei einem Ausführungsbeispiel des Hochvolt-
transistorbauelementes ist ein zwischen dem Sour-
ce-Bereich und dem Drain-Bereich in Abständen zu
den ersten Randseiten des Body-Bereiches vorhan-
dener Anteil des Body-Bereiches als Kanalbereich
vorgesehen.

[0011] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel
weist die Wanne zwischen dem Source-Bereich und
dem Drain-Bereich eine verminderte Dotierstoffkon-
zentration auf. Bei einem weiteren Ausführungsbei-
spiel sind die ersten Randseiten kürzer als die zwei-
ten Randseiten.

[0012] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel
weist das Halbleitersubstrat angrenzend an die Wan-
ne, und zwar auf der von dem Body-Bereich abge-
wandten Seite der unteren Grenzfläche, den ersten
Leitungstyp auf. Das ist insbesondere dann der Fall,
wenn das Halbleitersubstrat mit einer Grunddotie-
rung für den ersten Leitungstyp versehen ist. Die do-
tierte Wanne kann insbesondere als eine tiefe Wanne
zur Isolation des Body-Bereiches vom Substrat vor-
gesehen werden. Bei typischen Ausführungsbeispie-
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len ist der erste Leitungstyp p-Leitung und der zweite
Leitungstyp n-Leitung.

[0013] Bei dem Herstellungsverfahren wird an ei-
ner Oberseite eines Halbleitersubstrates ein Body-
Bereich eines ersten Leitungstyps in einer Wanne
eines entgegengesetzten zweiten Leitungstyps mit-
tels Implantation von Dotierstoff hergestellt, so dass
die Wanne einen Rand des Body-Bereiches, der ein-
ander gegenüberliegende erste Randseiten aufweist,
umschließt. An der Oberseite werden ein Source-Be-
reich des zweiten Leitungstyps in dem Body-Bereich
und ein Drain-Bereich des zweiten Leitungstyps in
der Wanne in einem Abstand zu dem Body-Bereich
gebildet. Die Wanne wird so gebildet, dass sie in
Richtung senkrecht zu der Oberseite im Bereich der
ersten Randseiten des Body-Bereiches weniger tief
in das Halbleitersubstrat hinein reicht als in einem
mittleren Anteil des Body-Bereiches, der von den ers-
ten Randseiten beabstandet ist. Hierzu wird eine Im-
plantationsmaske eingesetzt, die eine im Bereich der
ersten Randseiten verkleinerte Öffnung aufweist.

[0014] Bei einem Ausführungsbeispiel des Verfah-
rens ist die Öffnung der Implantationsmaske im Be-
reich der ersten Randseiten des Body-Bereiches da-
durch verkleinert, dass die Öffnung im Bereich der
ersten Randseiten mehrfach unterteilt ist, dagegen
außerhalb dieses Bereiches durchgehend ist.

[0015] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel des
Verfahrens ist die Öffnung im Bereich der ersten
Randseiten des Body-Bereiches in parallel zu den
ersten Randseiten und quer zu den zweiten Randsei-
ten ausgerichtete Streifen unterteilt.

[0016] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel des
Verfahrens ist die Öffnung der Implantationsmaske
in einen Anteil, der über dem Body-Bereich ange-
ordnet ist, und einen davon getrennten Anteil, der
über dem Drain-Bereich angeordnet ist, unterteilt.
Der über dem Body-Bereich angeordnete Anteil be-
sitzt in einer parallel zu den ersten Randseiten des
Body-Bereiches verlaufenden Richtung Abmessun-
gen, die im Bereich der ersten Randseiten kleiner
sind als im Abstand von den ersten Randseiten.

[0017] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel des
Verfahrens ist die Öffnung der Implantationsmaske
ebenfalls in einen Anteil, der über dem Body-Bereich
angeordnet ist, und einen davon getrennten Anteil,
der über dem Drain-Bereich angeordnet ist, unter-
teilt. Der über dem Drain-Bereich angeordnete An-
teil besitzt in einer parallel zu den ersten Randseiten
des Body-Bereiches verlaufenden Richtung Abmes-
sungen, die auf geradlinigen Verlängerungen der ers-
ten Randseiten kleiner sind als in einem Bereich zwi-
schen den geradlinigen Verlängerungen der ersten
Randseiten.

[0018] Es folgt eine genauere Beschreibung von Bei-
spielen des Hochvolttransistorbauelementes und des
Herstellungsverfahrens anhand der beigefügten Fi-
guren.

[0019] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht
auf die Positionen der Masken und Implantationsbe-
reiche für ein Ausführungsbeispiel des Hochvolttran-
sistorbauelementes.

[0020] Die Fig. 2 zeigt einen Querschnitt an der in
der Fig. 1 markierten Schnittlinie H-H'.

[0021] Die Fig. 3 zeigt eine schematische Draufsicht
gemäß der Fig. 1 für ein weiteres Ausführungsbei-
spiel.

[0022] Die Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer sche-
matischen Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel
des Hochvolttransistorbauelementes. Die Anordnung
der Transistorkomponenten ist bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel spiegelsymmetrisch in Bezug auf zwei
orthogonale Richtungen. Die Fig. 1 zeigt die Grenzen
der Bereiche und Masken an einer Oberseite 10 ei-
nes Halbleitersubstrates 1. Eine zum Beispiel für n-
Leitung dotierte Wanne 2 befindet sich an der Ober-
seite 10 in dem Halbleitersubstrat 1, das zum Beispiel
eine Grunddotierung oder eine intrinsische Leitfähig-
keit für p-Leitung besitzt. Die Leitungstypen können
vertauscht sein.

[0023] Die Wanne 2 wird mittels einer Implantation
von Dotierstoff hergestellt. Die Struktur einer hierfür
verwendeten Implantationsmaske 11 mit Öffnungen
12 ist in der Fig. 1 schematisch wiedergegeben und
wird weiter unten beschrieben. Ein Body-Bereich 3 ist
in der Wanne 2 an der Oberseite 10 des Substrates
1 angeordnet und besitzt den zu der Wanne 2 entge-
gengesetzten Leitungstyp, in dem angegebenen Bei-
spiel also p-Leitung. Der nicht von dem Body-Bereich
3 eingenommene Anteil der Wanne 2 besitzt den Lei-
tungstyp der Wanne 2, in diesem Beispiel also n-Lei-
tung. Obwohl der Body-Bereich 3 herstellungstech-
nisch ebenfalls eine dotierte Wanne darstellt, soll in
dieser Beschreibung und in den Ansprüchen unter ei-
ner Wanne jeweils die dotierte Wanne 2 verstanden
werden.

[0024] An der Oberseite 10 ist der Body-Bereich 3
durch einen Rand 7 begrenzt, der zumindest nähe-
rungsweise ein Rechteck einschließt und einander
gegenüberliegende erste Randseiten 8 sowie einan-
der gegenüberliegende zweite Randseiten 18 besitzt.
Fig. 1 zeigt ein Bauelement mit minimaler Kanallän-
ge, bei dem die ersten Randseiten 8 die Schmalsei-
ten des Rechtecks und die zweiten Randseiten 18 die
Längsseiten des Rechtecks bilden. Statt dessen kön-
nen, unabhängig von den sonstigen Merkmalen der
Ausführungsbeispiele, die ersten Randseiten 8 ge-
nauso lang oder länger sein als die zweiten Randsei-
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ten 18. Zur Vereinfachung werden alle Ausführungs-
beispiele für den Fall minimaler Kanallänge beschrie-
ben, und die ersten Randseiten 8 werden jeweils als
Schmalseiten 8 und die zweiten Randseiten 18 als
Längsseiten 18 bezeichnet.

[0025] An den Längsseiten 18 befindet sich jeweils
ein Source-Bereich 4 des Leitungstyps der Wanne
2. Ein Drain-Bereich 5 des Leitungstyps der Wanne
2 ist gegenüber dem Source-Bereich 4 an der Ober-
seite 10 in der Wanne 2 in einem Abstand zu dem
Body-Bereich 3 angeordnet. Zwischen Source und
Drain befindet sich in dem Body-Bereich 3 ein Kanal-
bereich 6, der mittels einer oberseitig angeordneten,
nicht dargestellten Gate-Elektrode in einer an sich be-
kannten Weise gesteuert wird. Der Transistor ist spie-
gelsymmetrisch bezüglich der in der Fig. 1 markier-
ten Schnittebene H-H'.

[0026] In der Fig. 1 sind auch die Grenzen der akti-
ven Gebiete 9 erkennbar. Das sind diejenigen Gebie-
te der Oberseite 10, an denen das Halbleitermateri-
al des Substrates 1 nicht mit einem Isolationsbereich
bedeckt ist. In den aktiven Gebieten 9 können exter-
ne elektrische Anschlüsse für Source und Drain, ein
Body-Anschluss 13 sowie die Gate-Elektrode über ei-
nem Gate-Dielektrikum angeordnet werden.

[0027] Die in der Fig. 1 dargestellte Implantations-
maske 11 besitzt eine Öffnung 12, die in einem Be-
reich um die Schmalseiten 8 des Body-Bereiches 3
durch eine mehrfache Unterteilung verkleinert ist. Die
Unterteilung ist durch Streifen 14 der Implantations-
maske 11 bewirkt, und diese Streifen 14 sind paral-
lel zu den Schmalseiten 8 und quer zu den Längs-
seiten 18 des Body-Bereiches 3 ausgerichtet. Durch
die Streifen 14 wird die Implantation teilweise abge-
schirmt, so dass im Bereich um die Schmalseiten 8
weniger Dotierstoff eingebracht wird und die Wanne
2 dort flacher ausgebildet wird als in der Mitte des
Body-Bereiches 3. Bezüglich der Richtung des im
Betrieb des Transistors zwischen Source und Drain
durch den Kanalbereich 6 fließenden Stromes be-
finden sich die Schmalseiten 8 am Rand des Tran-
sistors, am Transistorkopf (transistor head, transistor
fingertip). Dort wird also die Wanne 2 flacher ausge-
bildet als im Bereich des Stromflusses durch den Ka-
nal. Die Abmessung E von der Schmalseite 8 des
Body-Bereiches 3 bis zu einem zentralen Bereich, in
dem die Wanne 2 im Wesentlichen die volle Tiefe er-
reicht, ist durch die für den Dotierstoff typische Diffu-
sionslänge bestimmt und kann den jeweiligen Anfor-
derungen angepasst werden.

[0028] Die Fig. 2 zeigt den in der Fig. 1 markier-
ten Querschnitt in der Symmetrieebene H-H'. In dem
Halbleitersubstrat 1 befinden sich die dotierte Wanne
2 und der darin eingebettete Body-Bereich 3 an der
Oberseite 10 des Substrates 1. In dem aktiven Gebiet
9 kann ein Body-Anschluss 13 vorgesehen werden.

Das übrige Gebiet der Oberseite 10 ist mit Isolations-
bereichen 19 bedeckt, zum Beispiel mit einem Feld-
oxid oder vorzugsweise mit einer flachen Grabeniso-
lation (STI, shallow trench isolation). Die senkrecht
zur Oberseite 10 gemessenen Abstände F, G der un-
teren Grenzfläche 20 der Wanne 2 von der Obersei-
te 10 sind örtlich verschieden, da die Tiefe der Wan-
ne 2 variiert. In einem mittleren Bereich des Body-
Bereiches 3 besitzt die Wanne 2 eine für den Kanal-
bereich des Transistors vorgesehene Tiefe, die dem
Abstand F auf der linken Seite der Fig. 2 entspricht.
In einem Bereich in der Nähe der Schmalseite 8 des
Body-Bereiches 3 besitzt die Wanne 2 eine geringere
Tiefe, die dem Abstand G auf der rechten Seite der
Fig. 2 entspricht. Die unterschiedlich tiefe Wanne 2
ermöglicht es, den Bereich um den Seitenrand des
Body-Bereiches 3 in der Nähe des Transistorkopfes
mit geringem Aufwand zu optimieren und eine für ei-
nen kleinen Einschalt-Widerstand ausreichend hohe
Dotierstoffkonzentration in der Wanne 2 ohne Gefahr
eines Durchbruches an den Ecken des Body-Berei-
ches 3 zu ermöglichen.

[0029] Die Fig. 3 zeigt eine schematische Draufsicht
entsprechend der Fig. 1 für ein Ausführungsbeispiel,
bei dem die Wanne 2 mittels einer zwischen Sour-
ce und Drain unterbrochenen Implatation hergestellt
wird. Das Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 1 ist
besonders vorteilhaft für Bauelemente, die für den
Spannungsbereich von typisch 15 V bis 30 V vorge-
sehen sind, und das Ausführungsbeispiel gemäß der
Fig. 3 ist besonders vorteilhaft für Bauelemente, die
für den Spannungsbereich von typisch 30 V bis 120 V
vorgesehen sind. Die Implantationsmaske 11, die zur
Herstellung der Wanne 2 des Ausführungsbeispiels
gemäß der Fig. 3 verwendet wird, besitzt eine Öff-
nung 12 mit einem Anteil 15, der über dem Body-
Bereich 3 angeordnet ist, und einem davon getrenn-
ten Anteil 16, der über dem Drain-Bereich 5 ange-
ordnet ist. Die sonstigen Komponenten entsprechen
den Komponenten des Ausführungsbeispiels gemäß
der Fig. 1 und sind mit denselben Bezugszeichen
versehen. Der dargestellte Ausschnitt des Transis-
tors ist derselbe wie in Fig. 1, was einen direkten
Vergleich der Ausführungsbeispiele erlaubt. Gemäß
den eingezeichneten Abmessungen A und B kann die
Schmalseite 8 des Body-Bereiches 3 einen Abstand
von dem Rand des Anteils 15 der Öffnung 12 der Im-
plantationsmaske 11 (Abmessung A) beziehungswei-
se einen Abstand von dem Rand des aktiven Gebie-
tes 9 (Abmessung B) aufweisen. Die Anteile 15, 16
der Öffnung 12 der Implantationsmaske 11 besitzen
voneinander den Abstand WX im Kanalbereich und
den Abstand WY in der dazu orthogonalen Richtung
am Transistorkopf. Bei bevorzugten Ausführungsbei-
spielen ist WY größer als WX.

[0030] Der Bereich, in dem die Öffnung 12 der Im-
plantationsmaske 11 verkleinert ist, beginnt in ei-
nem Abstand von einer geradlinigen Verlängerung
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der Schmalseite 8 des Body-Bereiches 3, der die Ab-
messung E besitzt. In Richtung zum Transistorkopf
ist die Öffnung 12 von der durch die Abmessung E
bestimmten Stelle an schmaler als im mittleren Be-
reich. Das kann beispielsweise, wie in der Fig. 3 ge-
zeigt, durch einen Vorsprung im Rand der Öffnung
12 in dem Anteil 15, in dem Anteil 16 oder in bei-
den Anteilen 15, 16 bewirkt werden, zum Beispiel in
Stufen der Abmessungen C beziehungsweise D. Der
Anteil 16, der über dem Drain-Bereich 3 angeordnet
ist, kann in der Nähe des Transistorkopfes insbeson-
dere beidseitig eingeschnürt sein, was auch in der
Fig. 3 dargestellt ist. Der Anteil 16 hat demzufolge
in einer parallel zu den Schmalseiten 8 des Body-Be-
reiches 3 verlaufenden Richtung Abmessungen K, L,
die auf geradlinigen Verlängerungen der Schmalsei-
ten 8 kleiner sind (Abmessungen K in Bereichen ge-
genüber den Ecken des Body-Bereiches 3) als in Ab-
ständen mindestens der Abmessung E von den ge-
radlinigen Verlängerungen der Schmalseiten 8 (Ab-
messungen L in dem für den Stromfluss vorgesehe-
nen Gebiet zwischen den Bereichen 17). Die seitliche
Verschmälerung oder Einschnürung der Öffnung 12,
15, 16 braucht nicht in Stufen zu erfolgen, sondern
kann statt dessen auch stetig erfolgen. Eine ausge-
prägte Stufe in der unteren Grenzfläche 20 der Wan-
ne 2, wie sie der Querschnitt der Fig. 2 zeigt, ist für
die Funktion des Transistors bevorzugt, so dass eine
sprunghafte Änderung der Größe der Öffnung 12 der
Implantationsmaske 11 in der Nähe des Transistor-
kopfes vorteilhaft ist.

[0031] Nach der Implantation des für die Wanne 2
vorgesehenen Dotierstoffes wird durch eine Diffusion
des Dotierstoffes eine durchgehende Wanne 2 gebil-
det. Im Bereich zwischen den ursprünglichen Implan-
tationsbereichen, die durch die Anteile 15, 16 der Öff-
nung 12 der Implantationsmaske 11 definiert sind, ist
die Wanne 2 bei diesem Ausführungsbeispiel nur mit-
tels des diffundierten Dotierstoffes gebildet. Die Wan-
ne 2 ist deshalb zwischen den ursprünglichen Implan-
tationsbereichen niedriger dotiert und besitzt dort ei-
ne geringere Tiefe als in den ursprünglichen Implan-
tationsbereichen. Das bedeutet, dass die Wanne 2
zwischen dem Source-Bereich 4 und dem Drain-Be-
reich 5 eine verminderte Dotierstoffkonzentration und
eine verminderte Tiefe F aufweist. Diese Eigenschaft
der Wanne 2 ist für höhere Spannungen von Vorteil.

[0032] Das beschriebene Herstellungsverfahren hat
den Vorteil, dass es eine Optimierung der Transistor-
eigenschaften allein durch die Ausgestaltung der für
die Herstellung der dotierten Wanne verwendeten Im-
plantationsmaske erlaubt. Das Verfahren ermöglicht
somit eine erhebliche Verbesserung der Betriebsei-
genschaften und Zuverlässigkeit des Transistorbau-
elementes trotz eines geringen zusätzlichen Herstel-
lungsaufwandes.

Bezugszeichenliste

1 Halbleitersubstrat
2 Wanne
3 Body-Bereich
4 Source-Bereich
5 Drain-Bereich
6 Kanalbereich
7 Rand
8 erste Randseite
9 aktives Gebiet
10 Oberseite
11 Implantationsmaske
12 Öffnung
13 Body-Anschluss
14 Streifen
15 Anteil der Öffnung
16 Anteil der Öffnung
17 Bereich der Öffnung
18 zweite Randseite
19 Isolationsbereich
20 untere Grenzfläche
A Abmessung eines Abstandes zur Body-

Schmalseite
B Abmessung eines Abstandes zur Body-

Schmalseite
C Abmessung einer Stufe im Rand der Masken-

öffnung
D Abmessung einer Stufe im Rand der Masken-

öffnung
E Abmessung eines Abstandes zur Body-

Schmalseite
F Abstand, Tiefe der Wanne
G Abstand, Tiefe der Wanne
K Abmessung der Weite der Maskenöffnung
L Abmessung der Weite der Maskenöffnung
WX Abmessung eines Abstandes zur Wanne
WY Abmessung eines Abstandes zur Wanne

Patentansprüche

1.  Hochvolttransistorbauelement mit
– einem Halbleitersubstrat (1) mit einer Oberseite
(10),
– einer dotierten Wanne (2), die eine untere Grenz-
fläche (20) in dem Halbleitersubstrat (1) aufweist, so
dass Abstände (F, G) zwischen der Oberseite (10)
und der unteren Grenzfläche (20) vorhanden sind,
– einem Body-Bereich (3), der in der Wanne (2) an-
geordnet ist und an der Oberseite (10) einen von
der Wanne (2) umschlossenen Rand (7) mit einander
gegenüberliegenden ersten Randseiten (8) und ein-
ander gegenüberliegenden zweiten Randseiten (18)
aufweist, wobei der Body-Bereich (3) einen ersten
elektrischen Leitungstyp aufweist und wobei ein nicht
von dem Body-Bereich (3) eingenommener Anteil der
Wanne (2) einen dem ersten Leitungstyp entgegen-
gesetzten zweiten Leitungstyp aufweist,
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– einem Source-Bereich (4), der an einer der zweiten
Randseiten (18) in dem Body-Bereich (3) angeordnet
ist und den zweiten Leitungstyp aufweist,
– einem Drain-Bereich (5), der gegenüber dem Sour-
ce-Bereich (4) an der Oberseite (10) in der Wanne (2)
in einem Abstand zu dem Body-Bereich (3) angeord-
net ist und den zweiten Leitungstyp aufweist, und
– einem Kanalbereich (6), der sich in dem Body-Be-
reich (3) zwischen dem Source-Bereich (4) und dem
Drain-Bereich (5) befindet,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Abstände (F, G) zwischen der Oberseite (10)
und der unteren Grenzfläche (20) der Wanne (2) an
den außerhalb des Source-Bereiches (4) vorhande-
nen ersten Randseiten (8) des Body-Bereiches (3)
geringer sind als an den zweiten Randseiten (18).

2.  Hochvolttransistorbauelement nach Anspruch 1,
bei dem ein zwischen dem Source-Bereich (4) und
dem Drain-Bereich (5) in Abständen zu den ersten
Randseiten (8) des Body-Bereiches (3) vorhandener
Anteil des Body-Bereiches (3) als Kanalbereich (6)
vorgesehen ist.

3.  Hochvolttransistorbauelement nach Anspruch 1
oder 2, bei dem die Wanne (2) zwischen dem Source-
Bereich (4) und dem Drain-Bereich (5) eine vermin-
derte Dotierstoffkonzentration aufweist.

4.   Hochvolttransistorbauelement nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, bei dem die ersten Randseiten (8)
kürzer sind als die zweiten Randseiten (18).

5.   Hochvolttransistorbauelement nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, bei dem das Halbleitersubstrat (1)
angrenzend an die Wanne (2) den ersten Leitungstyp
aufweist.

6.   Herstellungsverfahren für ein Hochvolttransis-
torbauelement, bei dem
– an einer Oberseite (10) eines Halbleitersubstrates
(1) ein Body-Bereich (3) eines ersten Leitungstyps
in einer Wanne (2) eines entgegen gesetzten zwei-
ten Leitungstyps mittels Implantation von Dotierstoff
hergestellt wird, so dass die Wanne (2) einen Rand
(7) des Body-Bereiches (3), der einander gegenüber-
liegende erste Randseiten (8) und einander gegen-
überliegende zweite Randseiten (18) aufweist, um-
schließt,
– an der Oberseite (10) an einer der zweiten Rand-
seiten (18) in dem Body-Bereich (3) ein Source-Be-
reich (4) des zweiten Leitungstyps gebildet wird und
– an der Oberseite (10) in der Wanne (2) in einem
Abstand zu dem Body-Bereich (3) ein Drain-Bereich
(5) des zweiten Leitungstyps gebildet wird, wobei
– ein Kanalbereich (6) in dem Body-Bereich (3) zwi-
schen dem Source-Bereich (4) und dem Drain-Be-
reich (5) vorgesehen wird,
dadurch gekennzeichnet, dass

– die Wanne (2) so gebildet wird, dass sie in Richtung
senkrecht zu der Oberseite (10) im Bereich der au-
ßerhalb des Source-Bereiches (4) vorhandenen ers-
ten Randseiten (8) weniger tief in das Halbleitersub-
strat (1) hinein reicht als in einem Anteil des Body-
Bereiches (3), der von den ersten Randseiten (8) be-
abstandet ist, und hierzu
– eine Implantationsmaske (11) eingesetzt wird, die
eine Öffnung (12) aufweist, die im Bereich der ersten
Randseiten (8) verkleinert ist.

7.    Herstellungsverfahren nach Anspruch 6, bei
dem die Öffnung (12) der Implantationsmaske (11) im
Bereich der ersten Randseiten (8) mehrfach unterteilt
und dadurch verkleinert ist.

8.    Herstellungsverfahren nach Anspruch 7, bei
dem die Öffnung (12) durch parallel zu den ersten
Randseiten (8) und quer zu den zweiten Randsei-
ten (18) ausgerichtete Streifen (14) der Implantati-
onsmaske (11) unterteilt ist.

9.    Herstellungsverfahren nach Anspruch 6, bei
dem die Öffnung (12) der Implantationsmaske (11) in
einen Anteil (15), der über dem Body-Bereich (3) an-
geordnet ist, und einen davon getrennten Anteil (16),
der über dem Drain-Bereich (5) angeordnet ist, un-
terteilt ist und der Anteil (15), der über dem Body-Be-
reich (3) angeordnet ist, Abmessungen in einer paral-
lel zu den ersten Randseiten (8) des Body-Bereiches
(3) verlaufenden Richtung besitzt, die im Bereich der
ersten Randseiten (8) kleiner sind als im Abstand von
den ersten Randseiten (8).

10.   Herstellungsverfahren nach Anspruch 6 oder
9, bei dem die Öffnung (12) der Implantationsmaske
(11) in einen Anteil (15), der über dem Body-Bereich
(3) angeordnet ist, und einen davon getrennten Anteil
(16), der über dem Drain-Bereich (5) angeordnet ist,
unterteilt ist und der Anteil (16), der über dem Drain-
Bereich (3) angeordnet ist, in einer parallel zu den
ersten Randseiten (8) des Body-Bereiches (3) verlau-
fenden Richtung Abmessungen (K, L) besitzt, die auf
geradlinigen Verlängerungen der ersten Randseiten
(8) kleiner sind als in einem Bereich zwischen den
geradlinigen Verlängerungen der ersten Randseiten
(8).

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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